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В докладе прослежено развитие исследований возбуждений спиновой природы, 

впервые обнаруженных как «магнитный резонанс» в системе YBa2Cu306+x [1], 

который привлек повышенное внимание тем, что он возникал при температуре 

сверхпроводящего перехода. В этих работах использованы все преимущества метода 

нейтронной спектрометрии, развитого на стационарных ядерных реакторах и 

обогащенного применением «оптических» фокусировок и анализа поляризации 

нейтронных пучков. 

В результате подобные возбуждения были обнаружены и в других 

сверхпроводниках с различным количеством медь-кислородных слоев, прослежена их 

эволюция в при изменении температуры, легирования немагнитными и магнитными 

примесями, концентрации носителей заряда в «недо-» и «передопированном» 

режимах. Было установлено наличие четного («оптического») резонанса в дополнение 

к нечетному («акустическому») из [1] в двухслойном YBCO, измерена дисперсия 

наблюдаемых возбуждений (в окрестности «соразмерного» импульса (1/2 1/2) в 

базисной плоскости) и определены ее температурные изменения. Создание 

однодоменных образцов ромбической фазы Y B C O достаточного размера позволило 

обнаружить анизотропию спиновых возбуждений в плоскости и получить уникальные 

данные, характеризующие также и несверхпроводящее состояние. 

Накопленные экспериментальные данные рассматриваются в свете развития 

представлений о природе проводящих состояний в исследованных системах. 
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Recently, research interest has turned to the fabrication and study of the hybrid 

manganites/semiconductor structures where classical Si- or GaAs-based semiconductors are 

used. On the one hand, such manganite-based devices are found compatible with current 

semiconductor technology (for example, C M O S technology), on the other hand, they can be 

expected to exhibit novel characteristics which might be useful for spintronics applications. 

The tunnel manganite/depletion layer/Si:Mn structure was fabricated to study 

characteristic transport and magnetotransport properties using CIP (current in plane) 
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